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K4D26323QG-VC220 [SAMSUNG] 

DDR DRAM, 4MX32, 0.45ns, CMOS, PBGA144, LEAD FREE, FBGA-144; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 K4D26323QG-VC220
	生产厂家：	
	    SAMSUNG SEMICONDUCTOR
      
	描述和应用：	DDR DRAM, 4MX32, 0.45ns, CMOS, PBGA144, LEAD FREE, FBGA-144
 动态存储器 双倍数据速率 内存集成电路
	PDF文件：	总18页 (文件大小：315K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：K4D26323QG-VC220参数
	是否Rohs认证	  符合
	生命周期	Obsolete
	零件包装代码	BGA
	包装说明	LFBGA,
	针数	144
	Reach Compliance Code	compliant
	ECCN代码	EAR99
	HTS代码	8542.32.00.02
	风险等级	5.45
	访问模式	FOUR BANK PAGE BURST
	最长访问时间	0.45 ns
	其他特性	AUTO/SELF REFRESH
	JESD-30 代码	S-PBGA-B144
	JESD-609代码	e1
	长度	12 mm
	内存密度	134217728 bit
	内存集成电路类型	DDR DRAM
	内存宽度	32
	湿度敏感等级	2
	功能数量	1
	端口数量	1
	端子数量	144
	字数	4194304 words
	字数代码	4000000
	工作模式	SYNCHRONOUS
	最高工作温度	65  °C
	最低工作温度	
	组织	4MX32
	封装主体材料	PLASTIC/EPOXY
	封装代码	LFBGA
	封装形状	SQUARE
	封装形式	GRID ARRAY, LOW PROFILE, FINE PITCH
	峰值回流温度（摄氏度）	260
	认证状态	Not Qualified
	座面最大高度	1.4 mm
	自我刷新	YES
	最大供电电压 (Vsup)	2.1 V
	最小供电电压 (Vsup)	1.9 V
	标称供电电压 (Vsup)	2 V
	表面贴装	YES
	技术	CMOS
	温度等级	COMMERCIAL
	端子面层	Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu)
	端子形式	BALL
	端子节距	0.8 mm
	端子位置	BOTTOM
	处于峰值回流温度下的最长时间	40
	宽度	12 mm
	Base Number Matches	1


	71-A25-00-1
	RB531SM-30
	QS3VH862PA
	1703701
	MSTB2,5/3-STBDWH:7083A
	MX17061NA1
	BYC8B-600/T3
	BYC8B-600-T
	4717-0-00-15-00-00-08-0
	DAMMC-7H2S-J-A197
	1410753
	XR81102-CA02TR-F
	DLPC3435ZEZR
	BFULA450KC004-B0
	BFULA450KK003-B0
	1652606
	KSC5054YTU
	KSC5054OTU
	GRM219B11E473KD01D
	ICE3BR2280JZXKLA1
	19019-0014
	LY1-AC110/120
	LY1-AC24
	LY1F-AC24
	MU9C8838-TFC
	MX23A26SF1
	MX23A12XF1
	MX23A18NF1
	MX23A12NF1
	MX23A12SF1
	MX23A18NF2
	MX23A18SF1
	MX23A26NF1
	MX23A36SF1
	MX23A34NF1
	MX23A34XF1
	1083-0-05-15-00-00-01-0
	1083-0-05-21-00-00-01-0
	1083-0-05-80-00-00-01-0
	MC5473F
	51967-10012000AALF
	51967-10014400AALF
	51967-10000400ACLF
	51967-10004400AA
	51967-10004400AALF
	51967-10004400CCLF
	51967-10004800CA
	51967-10004800CALF
	51967-10004800CC
	51967-10008000CALF
	51967-10012000AC
	51967-10012800CALF
	51967-10002800AA
	51967-10008800CCLF
	51967-10012000ACLF
	51967-10006000AALF
	51967-10006800CCLF
	51967-10008000AALF
	51967-10004000AALF
	51967-10001200CCLF
	51967-10002400ACLF
	51967-10002800AALF
	51967-10003200AALF
	51967-10005200AALF
	51967-10005200CCLF
	51967-10010800CCLF
	51967-10002400CCLF
	51967-10004800AALF
	51967-10005600CCLF
	51967-10007200AALF
	51967-10010000CCLF
	AD1887JSTZ-REEL
	1706405
	CL547-0901-9-55
	ROS-2800-719+
	2314927
	ZX95-1185+
	ZX95-1185-S+
	PHE448SB3470JR06
	SAS-F714-012-1
	SAS-F714-012-2
	SFW9520TM
	QJQ0224005
	LT5514EFE#TR
	P42180
	DDJ50STNM
	DDJ50STNMA
	FL1200060
	CL572-2402-0-71
	OM1830NCMPBF
	GC1600A-30
	G2R-13-S-100VDC
	G2R-13-S-110VAC
	G2R-13-S-12VAC
	G2R-13-S-12VDC
	G2R-13-S-220VAC
	G2R-13-S-230VAC
	G2R-13-S-240VAC
	G2R-13-S-24VAC
	G2R-13-S-24VDC
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